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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN
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(57) Abstract: The invention concerns a method enabling integration of functional structures in the package housing electronic
components, for producing an electronic component comprising at least a semiconductor having on at least one side, at least an

&> active detecting and/or transmitting device. Said method is characterized in that it comprises the following steps: preparing at least a
& chip on a wafer, preparing at least a support structure having at least a functional structure for the active detecting and/or transmitting

o

W

device, assembling the wafer to at least a support, so that the side of the chip including the active detecting and/or transmitting device
faces the support, separating the chip.
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active detecting and/or transmtting device. Said nethod is characterized
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(57) Zusammenfassung: Um eine Integration funktioneller Strukturen in die Gehdusung von elektronischen Bauelementen zu er-
reichen, ist ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements vorgesehen, welches wenigstens ein Halbleiterelement
umfasst, das auf zumindest einer Seite zumindest eine sensorisch aktive und/oder emittierende Einrichtung aufweist, wobei das Ver-
fahren die Schritte umfasst: Bereitstellen zumindest eines Dies auf einem Wafer, Herstellen zumindest einer strukturierten Auflage,
welche zumindest eine fiir die sensorisch aktive und/oder emittierende Einrichtung funktionelle Strukture aufweist, Zusammenfii-
gen des Wafers mit der zumindest einen Auflage, so dass die Seite des Dies, welche die sensorisch aktive und/oder emittierende
Einrichtung aufweist, der Auflage zugewandt ist, Abtrennen des Dies.



